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Приводятся |)взультаты измередий величины уров
ня электрического шума на выходе МЦЩ-структуры из 
inSb в зависимости от уровня засветки комнатным 
фоном. Показано, что основной вклад в уровень шу
ма стр у кту р  дает фоновая генерация электронно-ды
рочных пар в приповерхностной области структуры.

Для МШЬструктур на основе узко зонных полупроводников должно 
наблщ аться сильное влияние комнатного фона на фотоэлектричес
кие свойства таких структур / I / ,  в частности, на их шумовые свойст
ва . Это связано с тем, что генерация электронно-дырочных пар в 
приповерхностной области 1УЩП-структуры за счет излучения комнат
ного фона может превышать генерацию пар за счет других источни
ков, например, генерацию с поверхностных состояний и термогене- 
рацию.В этом случае величина темнового тока ЬЩП-структуры, а  сле
довательно и величина дробового шума, вызванного им, будет опре
деляться в основном уровнем фоновой засветки.,

В настоящем сообщении приводятся результаты измерений величи
ны уровня шума на выходе ВДП-структуры в зависимости от уровня 
фоновой засветки . МШЬструктуры были изготовлены из монокристалл 
лических пластин inSb с концентрацией доноров ы^ = 3*10^^ см"^, 
та  поверхности которых, после соответствущей полировки и трав
ления методом окисления, была получена пленка диэлектрика толщи
ной ~  1000 2. Поверх диэлектрика методом вакуумного распыления 
наносились полупрозрачные металлические электроды из Ni разме
ром 0 ,3х0 ,3м кг и электрически соединенные с ними к о н ^ т н ы е  пло
щадки из непрозрачного H i, которые для устранения их шунтирую
щего влияния наносились на предварительно напыленный толстый
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(^1 м к м )сл о й  s io .  Электрические вывода полученных таким обре
зом НИП-структур осуществлялись путем припайки к контактным пло
щадкам золотых проволочек диаметром 30 мкм. Структура и окружаю
щая ее цилиндрическая диафрагма из посеребренной латуни с различ
ными отверстиями» задающими уровень фоновой засветки» монтироваг- 
лась в криостате с сапфировыми окнавш и находилась в непосредст
венном контакте с жидким азотом. Уровень засветки структуры от 
комнатного ^ я а  задавался углом "неохлажденного” поля зрения» 
который путем поворота цилиндрической диафрагмы относительно 
структуры мог изменяться от 45® до 0®.

Шумовое напряжение с выхода ЫЩП-структуры усиливалось уси
лителен типа Uxdpan 233*7 и подавалось на вход спектроанализа
тора C4-I2. К структуре через сопротивление I  ГОм прикладывалось 
напряжение смещения» которое могло изменяться в"пределах 30 В.

Уровень наблюдаемого шума изменялся в зависимости от прило
женного напряжения смещения» от уровня засветки комнатного фона» 
от частотного диапазона.

На рис. I  представлена зависимость дробового шума за счет 
комнатного фона от напряжения смещения при уровне фоновой зас
ветки» соответствующей углу "неохлажденного" поля зрения» равно
му 45®. Зависимость снималась на частоте 50 кГц в полосе частот 
Af = 500 Гц. Уровень шума» соответствующий плоскому участку . 
кривой при положительном напряжении смещения» соответствует уров
ню шума усилителя с отключенной структурой» а  также уровню шу
ма с подключенной структурой» но полностью заэкранированным фо
ном. Наличие максимума на кривой в области отрицательных смеще
ний повторяет зависимость фото-ЭДС от смещения и связано» по-ви- 
дииону» с влиянием tH раздела диэлектрик—полупроводник.
Это подтвервщцает» что наблюдаемый шум действительно был шумом 
за счет фона» а  не шумом» связанным с микропробоем диэлектрика» 
так как последний должен был бы монотонно возрастать при увели
чении напряжения смещения.

На рис. 2 представлена спектральная зависимость шума фона 
для различных уровней фоновой засветки» а  также спектральная 
зависимость шума усилителя с подклшеняой структурой при поль> 
иостью заэкранированном фоне. Здесь следует отметить наличие 
уменьшения дробового шума при уменьшении уровня комнатного фона» 
попадающего на структуру.
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Р и с .  I .  Зависимость згровня шувяа от напряжения смещения

Р и с .  2. Спектральная зависимость уровня общего шума структуры 
и усилителя (полоса разрешения Af = 90 Гц). Кривые 1 ,2 ,3  -  шум 
структуры при угле "неохладденного" комнатного фона, ^равном со
ответственно 45^, 22,5®, 9,5®; кривая 4 -  шум усилителя с подошк 

ченной структурой при полностью заэкранированном фоне
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XaieKtep спектрельшпс завнсвностей у к а з т а е т  на ваяичне флшс- 
кер^О Ш  да частот 18 кГц щаг уровне фоновой засветки, с о о т в е ^  
ствукцш  углу "неохлажданного" фона 45* .̂ При уненьшевни уровня 
фона величина тждида фликкер-шуиа уменьшается. При фоновой зас
ветке , соответствущ ей углу "неохлакдавного” фона 9 ,5 ^ , величи
на фяиккер-нуыа становится заметной лишь на частотах ниже в кГц, 
а  на более ввссясих частотах шум имеет дробовой хкрактер, так как 
его снектральная плотность не зависит от частота.
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